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Herstellung

O GaAs/AlGaAs HEMT:
2DEG 80 nm unterhalb der Oberflache

O Mobilitat: 1.0 — 1.3 x 105 cm?/Vs,
Konzentration: 3.7 x 1011 cm-2,
mittlere freie Weglange: einige pm

O Elektronenstrahl-Lithographie
bei 100 kV und Lift-Off

[ NaRchemisches Atzen
(Atztiefe 100 nm)
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Uberblick

1. YBS als bistabiles Schaltelement mit internem Gating und
Feedback

2. YBS als bistabiles Schalt- und Speicherelement mit externem
Feedback
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Tell 1

YBS als bistabiles Schaltelement mit internem
Gating und Feedback
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Beschaltung

Vbias,l \/blas r

Experiment:
p I:\)bl I:Qbr
. . Vbl \/br
[ Side-gates O Arbeitspunkt
O Vyias © Parameter
\/g|o—o o—o\ér

O Messung: Vy, VS. Vs,

1um
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Geometrisch symmetrischer YBS im lateralen elektrischen Feld

Beobachtung:

3 Gleichrichtung von
Viias,r TUN Viias) = 0

[ Auftreten eines Peaks
flr Vpias1 > 0.2V
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Asymmetrischer YBS

Vbias,l Vbias,r

? 20F
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Beobachtung: V. (V)
bias,r

R O High-Gain flr Vi, . % V.
| O Gain ist abhangig von V
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Modell
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Gating-Mechanismus:

Interne Ruckkopplung reduziert die Barriere im rechten Ast
O Hbéhere Zustandsdichte im rechten Ast
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Bistabiler Ubergang

Bistabilitat mit Hysterese fiir Vgl=-0.3V
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Effektives Einmodengate

Besetzung des ersten Subbands im
niedrigdimensionalen Gate
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Zusammenfassung Teil 1

O Symmetrischer YBS: Intrinsisches Feedback und internes Gating
O Asymmetrischer YBS: High Gain Amplifier und bistabiles Schaltelement
O Gating mit Transconductance nahe dem Leitwertsquant (Einmodengate)
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Tell 2

YBS als bistabiles Schalt- und Speicherelement mit
externem Feedback
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Bistabiler Ubergang mit externer Ruickkopplung

YBS mit externer Ruckkopplung:
Vbias
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Reitzenstein et al., Appl. Phys. Lett., 2003, 82, pp. 1980-1982
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Bistabiler Mechanismus
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Reitzenstein et al., Appl. Phys. Lett., 2003, 82, pp. 1980-1982
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Dynamisches Schalten
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RS-FlipFlop
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Seiting a positive 5- or R-trigger pulse

D. Hartmann et al., Electron. Lett., 2005, 41, pp. 303-304
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Zusammenfassung Telil 2

YBS als bistabiles Schalt- und Speicherelement mit externem
Feedback

O Schmitt-Trigger
[ Dynamisches Schalten
O RS-FlipFlop
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Vielen Dank!
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